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[はじめに]  GaN 系 HEMT は、高い絶縁破壊電界、大

きな飽和電子速度から、高出力・高周波用デバイスとし

て研究・開発がすすめられている。その過程で、GaNキ

ャップ構造は電流コラプスを抑制すると注目され、さら

に順方向バイアス領域にて動作可能とするためMOS構

造の有用性が提唱されている。しかし、GaN キャップ構

造を AlGaN/GaN MOS 構造に採用することによる、電荷

の振る舞いやポテンシャル変調などについては、未だ明

らかになっていない。よって、本研究では、GaNキャッ

プが C-V 特性に与える影響について測定し、上記の事

柄について考察した。 
 

[素子構造と特性]  AlGaN/GaN MOS 構造の模式図を

Fig. 1に示す。SiC 基板上に、20nm-AlGaN/900nm-GaN が

成長されたものを用いた。GaNキャップ厚さは 1.5nmで

あり、キャップ層があるものと無いものの二つを用意し

た。オーミック電極に Ti/Al/Ti/Au , ゲート電極に Ni/Au

を用いた。ゲート絶縁膜は原子相堆積（ALD）法により、

Al2O3 膜 を 堆 積 し た 。 GaN キ ャ ッ プ な し の

Al2O3/AlGaN/GaN の C-V 特性を Fig. 2 に示す。測定周

波数は 1M, 100k, 10k, 1k Hzである。典型的な 2ステッ

プが確認できる。2 ステップ目に小さくではあるが周波

数分散が観測された。これは、従来の報告と一致し、低

周波交流信号に界面準位の充放電が応答することによ

るものと考えられる[1]。一方、GaNキャップ有りの C-

V 特性を Fig. 3に示す。2ステップ目の立ち上がりが、

周波数が増加するにつれて正バイアス側にシフトして

いるのが確認できる。この特有の周波数分散の機構は明

らかではないが、GaN キャップ層に量子井戸が形成さ

れ、深い準位と同様の振る舞いをする可能性があると考

えている。 
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Fig. 1 AlGaN/GaN MOS構造の
模式図

Fig. 2 GaNキャップ無しのC-V特性

Fig. 3 GaNキャップ有りのC-V特性
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